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Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Symbol
Min Max Min Max
A 4.801 5.004 0.189 0.197
B 3.810 3.988 0.150 0.157
C 1.346 1.753 0.053 0.069
D 0.330 0.508 0.013 0.020
F 1.194 1.346 0.047 0.053
H 0.170 0.254 0.007 0.010
| 0.050 0.254 0.002 0.010
J 5.791 6.200 0.228 0.244
0.400 1.270 0.016 0.050
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A 9.0 9.4 0.146 0.17
A1 1.524 0.06
A2 0.38 0.57 0.015 0.022
B 6.2 6.6 0.244 0.26
C1 3.2 3.6 0.126 0.142
Cc2 0.51 0.02
C3 3 3.6 0.118 0.142
D 8.4 9 0.331 0.354
D1 7.32 7.92 0.288 0.312
e 2.54 0.1
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	OLE_LINK7
	管脚
	名称
	描述
	1
	FB
	谷底检测管脚，管脚连接到一个电阻分压电路的中间端点，来检测电感电流续流的最小值，给芯片提供导通信号。
	2
	VREF
	芯片内部参考电压，提供一个高精度的参考电压。
	3
	VIN
	输入相位检测管脚，提供可调整的调光范围设定值，依据输出电压相位角度的变化来直接控制LED输出电流。
	4
	VDD
	芯片电源供应管脚，管脚外连接一个电容供芯片内部供电。
	5
	DRAIN
	芯片内部高压MOSFET的漏端。
	6
	NC
	悬空管脚。
	7
	CS
	芯片内部MOSFET源端和电流检测端，管脚连接一个电阻到芯片地，来检测每个周期内流过电感的电流值。
	8
	GND
	芯片接地管脚。
	符号
	参数说明
	最小值
	最大值
	单位
	VDD
	芯片供应电压
	-0.3
	20
	V
	IVDD
	芯片工作电流
	0.3
	10
	mA
	VVIN
	VIN管脚输入电压
	-0.3
	7
	V
	VREF
	VREF 管脚参考电压
	-0.3
	7
	V
	VFB
	FB管脚输入电压
	-0.3
	7
	V
	VCS
	CS管脚输入电压
	-0.3
	7
	V
	VDRAIN
	DRAIN管脚最大击穿电压
	-0.3
	550
	V
	ESD  
	人体模式(HBM)
	-
	V
	机械模式(MM)
	-
	200
	V
	θJA
	热阻(节温到环境温度)
	-
	158
	℃/W
	TJ
	工作温度
	-40
	150
	℃
	TSTG
	存储温度
	-55
	150
	℃
	注意:
	超出表格里列出的最大极限值会造成芯片永久性损坏，不建议超出工作条件使用，长期工作在超出建议的应用条件
	所以电压值，没有额外说明都是参考到芯片地的值。
	符号
	参数
	测试条件
	最小
	典型
	最大
	单位
	供应电压 (VDD) 
	-
	15
	-
	V
	IVDD=5mA
	17
	V
	IVDD
	工作电流
	-
	300
	-
	uA
	-
	9.5
	-
	V
	启动电流
	VVDD=6V
	-
	65
	-
	uA
	VREF 参考电压
	-
	5.6
	-
	V
	输入检测 (VIN)
	VIN钳位电压
	IDIM=500uA
	-
	3.8
	-
	V
	VIN工作电流
	-
	0.5
	-
	mA
	VIN控制电压
	1.9
	2.0
	2.1
	V
	VDIM=0V
	-
	3.6
	-
	uA
	电流检测 (CS) 
	峰值电流参考电压
	0.9
	1.0
	1.1
	V
	CS管脚平均电流参考电压
	190
	200
	210
	mV
	CS 工作电流
	VCS=1V
	--
	2.0
	--
	uA
	tLEB
	前沿消隐时间(LEB)
	-
	300
	-
	ns
	谷底检测和过压保护 (FB) 
	VFB_OVP
	过压保护检测参考电压
	--
	1.9
	-
	V
	VFB_CLAMP_LOW
	VFB 最小检测参考电压
	Ipull=1mA
	-
	-0.1
	-
	V
	VFB_CLAMP_HIGH
	VFB 最大钳位电压
	Ipush=1mA
	-
	3.5
	-
	V
	tOFF_LEB
	MOSFET关断消隐时间
	-
	1.2
	-
	us
	内置高压MOSFET
	源漏端导通电阻
	DX3582A
	-
	12
	-
	Ω
	DX3582T/D
	-
	5.5
	-
	Ω
	DX3582B/C
	-
	3
	-
	Ω
	源漏端击穿电压
	DX3582A
	550
	-
	-
	V
	DX3582T/D
	550
	-
	-
	V
	DX3582B/C
	550
	-
	-
	V
	源漏端漏电流
	DX3582A @VGS=0V,VDS=550V
	-
	-
	10
	uA
	DX3582T/D @VGS=0V,VDS=550V
	-
	-
	10
	uA
	DX3582B/C @VGS=0V,VDS=550V
	-
	-
	10
	uA
	高温反馈和保护
	高温反馈温度值 
	Tj
	-
	140
	-
	℃
	温度每10 ℃变化， VCS变化值
	Temp>TOTP_FB
	-
	30
	-
	mV
	注意:
	芯片性能是在室温25℃条件下生产测试，芯片的功能和参数保证仅限于设计和流程控制。
	DIP-8 封装外观图

